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はじめに GaN MOVPE成長膜中の C濃度は，(0001)Ga 面上[1]及び(0001)N面上[2]に存在する原

子ステップの移動速度 Vstepが低下すると減少する。この実験結果を，前回，ステップ端偏析モデ

ル[3]に基づき解析した[4]。今回，同結果をキンク偏析モデルに基づき解析したので報告する。 

モデル キンク位置[3]における C 濃度の平衡値を Nkink，ステップ端位置[3]における C 濃度の平

衡値を Nstep，ステップ端位置における C 濃度が Nstepに達するまでの時間を τstep，成長表面内の格

子定数を aとすると，ステップフロー成長する GaNエピタキシャル成長膜中の C濃度 Nは 

N = Nkink−(Nkink−Nstep) exp(−Vstep τstep/a)．                       (1) 

と表される[5]。但し τstepは，キンク位置で固相に取り込まれた C原子が，ステップ端位置を経由

して表面位置[3]へ移動する平均時間 τより長いと仮定した (cf. ステップ偏析モデルの仮定: τstep << τ [3])。 

検討 τ はキンク位置間の平均距離を平均キンク速度で除して求められ，a/Vstepに等しい。Vstepを

Rg cotθ (Rg: 成長速度; θ: 基板オフ角)により求めると，τ は(0001)Ga面の場合 5 ms (Rg = 0.33 nm/s，

θ = 0.3° [1])，(0001)N面の場合 6 ms (Rg = 0.96 nm/s，θ = 6.3° [2])程度となる。式(1)を Vstepに対する

ln(Nkink−N)の関係式に変形し，その相関係数をパラメータ Nkinkに対して最大化した結果，τstepは 12

ないし 19 msとフィッティングされた(Fig. 1)。これらの τstepは上記仮定 τstep > τを満足している。 

前回[4]及び今回の結果から，実験結果[1,2]はステップ端偏析モデル，キンク偏析モデルのどち

らでも解釈可能なことが明らかとなった。τstepの正確な見積りは困難なことから，どちらの偏析が

GaN中の C 濃度を支配している

かを判断するには，更なる実験

が必要と考える。 
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